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(57)【要約】
【課題】液晶表示装置の追加的な製造設備が必要なくて
、低い製造費用及び簡単な製造工程によって製造するこ
とができ、液晶制御力及び透過率の高い液晶表示装置を
提供する。
【解決手段】
　本発明は液晶表示装置に関し、本発明の一実施形態に
よる液晶表示装置は、少なくとも１つの下板単位電極を
含む下板電極と、前記少なくとも１つの下板単位電極と
対向する少なくとも１つの上板単位電極を含む上板電極
と、前記下板電極及び前記上板電極の間に配置して、前
記下板電極及び前記上板電極の表面にほぼ垂直に配向さ
れた複数の液晶を含む液晶層とを含み、前記下板単位電
極は、複数の副領域間の境界を形成する幹部、及び互い
に異なる副領域で互いに異なる方向に延在する複数の微
細枝部を含み、前記上板単位電極は、前記幹部と対向し
て平行に延在する開口部を含み、前記液晶がプレチルト
を有するようにするための配向補助剤を含んでおらず、
前記微細枝部の最大長さはほぼ５３μｍである。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの下板単位電極を含む下板電極と、
　前記少なくとも１つの下板単位電極と対向する少なくとも１つの上板単位電極を含む上
板電極と、
　前記下板電極及び前記上板電極の間に配置して、前記下板電極及び前記上板電極の表面
にほぼ垂直に配向された複数の液晶を含む液晶層と、
　を含み、
　前記下板単位電極は、複数の副領域の間の境界を形成する幹部、及び互いに異なる副領
域で互いに異なる方向に延在する複数の微細枝部を含み、
　前記上板単位電極は、前記幹部と対向して平行に延在する開口部を含み、
　前記液晶がプレチルトを有するようにするための配向補助剤を含んでおらず、
　前記微細枝部の最大長さはほぼ５３μｍである、液晶表示装置。
【請求項２】
　前記幹部は十字状の幹部を含み、
　前記下板単位電極は、前記十字状の幹部の中心に位置する中心パターンを含む、請求項
１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記中心パターンは、前記複数の副領域にそれぞれ位置する複数の直線辺、及び前記幹
部上に位置する頂点を含む 多角形である、請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記開口部は十字状の開口部を含み、
　前記上板単位電極は、前記十字状の開口部の中心に位置する中心開口部を含む、請求項
３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記中心開口部は、前記複数の副領域にそれぞれ位置する直線辺を含む多角形である、
請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記中心開口部の大きさは、前記中心パターンより小さい、請求項４に記載の液晶表示
装置。
【請求項７】
　前記下板電極が複数の下板単位電極を含み、前記上板電極が複数の上板単位電極を含む
とき、
　前記複数の下板単位電極は、前記幹部の延長線上に位置する第１接続部によって接続さ
れており、
　前記複数の上板単位電極は、前記開口部の延長線上に位置する第２接続部によって接続
されている、請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記幹部の幅が前記開口部の幅より小さい、請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　一画素は、１つの入力映像信号に対して互いに同一であるか、または異なる輝度を表示
する第１副画素及び第２副画素を含み、
　前記第１副画素は及び前記第２副画素それぞれは、前記下板電極及び前記上板電極を含
み、
　前記第２副画素が含む前記少なくとも１つの下板単位電極の数は、前記第１副画素が含
む前記少なくとも１つの下板単位電極の数より多い、請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記第１副画素が含む複数の下板単位電極の間のギャップのうち、横方向に延在する横
ギャップの幅は、縦方向に延在する縦ギャップの幅より小さく、
　前記第２副画素が含む複数の下板単位電極の間のギャップのうち、横方向に延在する横
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ギャップの幅は、縦方向に延在する縦ギャップの幅より大きい、請求項９に記載の液晶表
示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関し、特に、透過率を高めることができる垂直配向方式の液
晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、現在、最も幅広く使用されている平板表示装置の一つであって、画素
電極及び共通電極など電界生成電極（ｆｉｅｌｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ　ｅｌｅｃｔｒ
ｏｄｅ）が形成されている二枚の表示パネルと、その間に挿入されている液晶層とを含む
。液晶表示装置は、電界生成電極に電圧を印加して液晶層に電界を生成し、これを通じて
液晶層の液晶分子の方向を決定し、入射光の偏光を制御することによって画像を表示する
。
【０００３】
　液晶表示装置の中で、電界が印加されない状態で、液晶分子の長軸を上下表示パネルに
対して垂直となるように配列した垂直配向方式（ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ　ａｌｉｇｎｅｄ
　ｍｏｄｅ）液晶表示装置は、コントラスト比が大きくて、広い基準視野角の実現が容易
であるので、脚光を浴びている。
【０００４】
　このような垂直配向モード液晶表示装置において、広視野角を実現するために１つの画
素に液晶の配向方向が異なる複数のドメイン（ｄｏｍａｉｎ）を形成してもよい。
【０００５】
　このように、複数のドメインを形成する手段の一例としては、電界生成電極にスリット
などの切開部を形成するなどの方法がある。この方法は、切開部の周縁（ｅｄｇｅ）と、
これと対向する電界生成電極との間に形成されるフリンジフィールド（ｆｒｉｎｇｅ　ｆ
ｉｅｌｄ）によって液晶が再配列されることにより、複数のドメインを形成してもよい。
【０００６】
　ドメイン形成手段が具備された液晶表示装置の例としては、上下基板の全てにドメイン
形成手段が具備されたＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モードの液晶表示
装置、及び下部基板だけに微細パターンを形成し、上部基板にはパターンを形成しないパ
ターンレスＶＡ（Ｐａｔｔｅｒｎｌｅｓｓ　ＶＡ）モードの液晶表示装置などがある。表
示領域は、ドメイン形成手段によって多数のドメインに区切られ、各ドメイン内で液晶は
大体同じ方向に傾く。
【０００７】
　最近は、広視野角を実現しながら液晶の応答速度を速やかにするために、電界が印加さ
れない状態で、液晶がプレチルト（ｐｒｅｔｉｌｔ）を有するようにする初期配向方法が
提案されている。液晶が多様な方向にプレチルトを有するようにするために、配向方向が
多様な配向膜を使用するか、または液晶層に液晶をフリーチルトさせるための配向補助剤
を添加して、液晶層に電界を加えた後、配向補助剤を硬化する。熱または紫外線などの光
によって硬化した配向補助剤は、液晶が特定方向にプレチルトを有するようにすることが
できる。このとき、液晶層に電界を生成するために、電界生成電極それぞれに電圧を印加
する。
【０００８】
　しかし、このようなプレチルトのための配向補助剤を含む液晶表示装置を製造するため
には、配向補助剤及び紫外線硬化工程などを追加しなければならないので、新たな工程ラ
インが必要であり、費用が追加される。したがって、液晶表示装置の製造費用も高まり、
追加的な製造設備が必要であり、製造工程が複雑になる問題点がある。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、液晶表示装置の追加的な製造設備が必要なくて、低い製造費用及び簡
単な製造工程によって製造することができ、液晶制御力及び透過率の高い液晶表示装置を
提供することにある。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、外部の圧力によるムラなどの表示不良を改善することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一実施形態による液晶表示装置は、少なくとも１つの下板単位電極を含む下板
電極と、前記少なくとも１つの下板単位電極と対向する少なくとも１つの上板単位電極を
含む上板電極と、前記下板電極及び前記上板電極の間に配置して、前記下板電極及び前記
上板電極の表面にほぼ垂直に配向された複数の液晶を含む液晶層とを含み、前記下板単位
電極は、複数の副領域の間の境界を形成する幹部、及び互いに異なる副領域で互いに異な
る方向に延在する複数の微細枝部を含み、前記上板単位電極は、前記幹部と対向して平行
に延在する開口部を含み、前記液晶がプレチルトを有するようにするための配向補助剤を
含んでおらず、前記微細枝部の最大長さはほぼ５３μｍである。
【００１２】
　前記幹部は、十字状の幹部を含み、前記下板単位電極は、前記十字状の幹部の中心に位
置する中心パターンを含んでもよい。
【００１３】
　前記中心パターンは、前記複数の副領域にそれぞれ位置する直線辺、及び前記幹部上に
位置する頂点を含む多角形であってもよい。
【００１４】
　前記開口部は、十字状の開口部を含み、前記上板単位電極は、前記十字状の開口部の中
心に位置する中心開口部を含んでもよい。
【００１５】
　前記中心開口部は、前記複数の副領域にそれぞれ位置する直線辺を含む多角形であって
もよい。
【００１６】
　前記中心開口部の大きさは、前記中心パターンより小さくてもよい。
【００１７】
　前記下板電極が複数の下板単位電極を含み、前記上板電極が複数の上板単位電極を含む
とき、前記複数の下板単位電極は、前記幹部の延長線上に位置する第１接続部によって接
続されており、前記複数の上板単位電極は、前記開口部の延長線上に位置する第２接続部
によって接続されていてもよい。
【００１８】
　前記幹部の幅が、前記開口部の幅より小さくてもよい。
【００１９】
　一画素は、１つの入力映像信号に対して互いに同一であるか、または異なる輝度を表示
する第１副画素及び第２副画素を含み、前記第１副画素及び前記第２副画素それぞれは、
前記下板電極及び前記上板電極を含み、前記第２副画素が含む前記少なくとも１つの下板
単位電極の数は、前記第１副画素が含む前記少なくとも１つの下板単位電極の数より多く
てもよい。
【００２０】
　前記第１副画素が含む複数の下板単位電極の間のギャップのうち、横方向に延在する横
ギャップの幅は、縦方向に延在する縦ギャップの幅より小さく、前記第２副画素が含む複
数の下板単位電極の間のギャップのうち、横方向に延在する横ギャップの幅は、縦方向に
延在する縦ギャップの幅より大きくてもよい。
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【発明の効果】
【００２１】
　本発明の実施形態によれば、液晶表示装置の追加的な製造設備が必要なくて、低い製造
費用及び簡単な製造工程によって製造され、液晶制御力及び透過率の高い液晶表示装置が
提供される。
【００２２】
　また、外部の圧力によるムラなどの表示不良を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平面図である。
【図２】本発明の一実施形態による液晶表示装置の上板電極の平面図である。
【図３】図１の下板電極及び図２の上板電極を共に示した平面図である。
【図４】本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素に対する配置図である。
【図５】図４の液晶表示装置の断面図である。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極及び上板電極によるフリン
ジフィールドを示した図面である。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極及び上板電極によるフリン
ジフィールドを示した図面である。
【図７】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平面図である。
【図８】本発明の一実施形態による液晶表示装置の上板電極の平面図である。
【図９】図７の下板電極及び図８の上板電極を共に示した平面図である。
【図１０】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平面図である。
【図１１】本発明の一実施形態による液晶表示装置の上板電極の平面図である。
【図１２】図１０の下板電極及び図１１の上板電極を共に示した平面図である。
【図１３】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平面図である。
【図１４】本発明の一実施形態による液晶表示装置の上板電極の平面図である。
【図１５】図１３の下板電極及び図１４の上板電極を共に示した平面図である。
【図１６】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平面図である。
【図１７】本発明の一実施形態による液晶表示装置の上板電極の平面図である。
【図１８】図１６の下板電極及び図１７の上板電極を共に示した平面図である。
【図１９】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平面図である。
【図２０】本発明の一実施形態による液晶表示装置の上板電極の平面図である。
【図２１Ａ】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極及び上板電極を共に示し
た平面図及び実際の液晶表示装置の一画素を示した写真である。
【図２１Ｂ】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極及び上板電極を共に示し
た平面図及び実際の液晶表示装置の一画素を示した写真である。
【図２１Ｃ】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極及び上板電極を共に示し
た平面図及び実際の液晶表示装置の一画素を示した写真である。
【図２１Ｄ】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極及び上板電極を共に示し
た平面図及び実際の液晶表示装置の一画素を示した写真である。
【図２２】本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素が含む二つの副画素を示した
図面である。
【図２３】本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素の等価回路図である。
【図２４】本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素の平面図である。
【図２５】図２４の液晶表示装置のＸＸＶ-ＸＸＶ線に沿った断面図であり。
【図２６】本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素の等価回路図である。
【図２７】本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素の平面図である。
【図２８】本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素の平面図である。
【図２９】図２７の液晶表示装置のＸＸＩＸ-ＸＸＩＸ線に沿った断面図である。
【図３０】本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素の等価回路図である。
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【図３１】本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素の等価回路図である。
【図３２】本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素の等価回路図である。
【図３３】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平面図である。
【図３４】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平面図である。
【図３５】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極と上板電極を示した平面図
である。
【図３６】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極と上板電極を示した平面図
である。
【図３７】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極と上板電極を示した平面図
である。
【図３８】本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極と上板電極を示した平面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　添付した図面を参照して、本発明の実施形態について、本発明が属する技術分野におけ
る通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は種
々の異なる形態に実現でき、ここで説明する実施形態に限られない。
【００２５】
　図面において、種々の層及び領域を明確に表現するために、厚さを拡大して示した。明
細書の全体にわたって類似する部分に対しては同一の図面符号を付けた。層、膜、領域、
板などの部分が他の部分の「上」にあるというとき、これは他の部分の「すぐ上」にある
場合だけでなく、その中間に他の部分がある場合も含む。一方、ある部分が他の部分の「
すぐ上」にあるというときには、中間に他の部分がないことを意味する。
【００２６】
　最初に、図１乃至図５を参照して、本発明の一実施形態による液晶表示装置について説
明する。
【００２７】
　図１は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平面図であり、図２は、
本発明の一実施形態による液晶表示装置の上板電極の平面図であり、図３は、図１の下板
電極及び図２の上板電極を共に示した平面図であり、図４は、本発明の一実施形態による
液晶表示装置の一画素に対する配置図であり、図５は、図４の液晶表示装置の断面図であ
る。
【００２８】
　先ず、図４及び図５を参照すれば、本発明の一実施形態による液晶表示装置は、互いに
対向する下部表示パネル１００と上部表示パネル２００、及びこれら二つの表示パネル１
００、２００の間に挿入されている液晶層３を含む。
【００２９】
　次に、下部表示パネル１００について説明すれば、絶縁基板１１０の上にゲート電極（
ｇａｔｅ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）１２４を含むゲート線１２１が形成されている。ゲート
線１２１は、ゲート信号を伝達し、主に横方向に延在している。
【００３０】
　ゲート線１２１の上にはゲート絶縁膜（図示せず）が形成されており、ゲート絶縁膜の
上には水素化非晶質または多結晶シリコンまたは酸化物半導体などで形成することができ
る半導体１５４を配置する。
【００３１】
　半導体１５４及びゲート絶縁膜の上にはデータ線（ｄａｔａ　ｌｉｎｅ）１７１とドレ
イン電極（ｄｒａｉｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）１７５が形成されている。
【００３２】
　データ線１７１は、データ電圧を伝達し、主に縦方向に延在してゲート線１２１と交差
する。データ線１７１は、ゲート電極１２４に向かって延在したソース電極（ｓｏｕｒｃ
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ｅ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）１７３を含む。
【００３３】
　ドレイン電極１７５は、データ線１７１と分離されており、ソース電極１７３と対向す
る部分を含む。
【００３４】
　ゲート電極１２４、ソース電極１７３、及びドレイン電極１７５は、半導体１５４と共
に薄膜トランジスタ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、ＴＦＴ）Ｑを構成す
る。
【００３５】
　薄膜トランジスタＱの上には絶縁物からなる保護膜１８０を配置する。保護膜１８０に
はドレイン電極１７５を露出するコンタクトホール１８５が形成されている。
【００３６】
　保護膜１８０の上には下板電極（ｌｏｗｅｒ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）１９１が形成され
ている。下板電極１９１は、ＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明な導電物質や、アルミニウム
、銀、クロムまたはその合金などの反射性金属で形成してもよい。下板電極１９１は、ゲ
ート信号によって制御される薄膜トランジスタＱを通じてデータ電圧が印加される。
【００３７】
　図１を参照すれば、一画素ＰＸに位置する下板電極１９１の全体的な形状は四角形であ
り、横幹部１９５及びこれと交差する縦幹部１９７からなる十字状の幹部を含む。一画素
ＰＸの下板電極１９１は、横幹部１９５と縦幹部１９７によって４つの副領域に分かれ、
各副領域に形成された複数の微細枝部１９９を含む。隣接する微細枝部１９９の間には電
極が除去されている微細スリット９１が位置する。
【００３８】
　下板電極１９１の横幹部１９５はゲート線１２１にほぼ平行に延在し、下板電極１９１
の縦幹部１９７はデータ線１７１にほぼ平行に延在してもよい。
【００３９】
　下板電極１９１の４つの副領域のうち、左上方向に位置する副領域の微細枝部１９９は
、横幹部１９５または縦幹部１９７から左側の上方向にななめに延在しており、右上方向
に位置する副領域の微細枝部１９９は、横幹部１９５または縦幹部１９７から右側の上方
向にななめに延在しており、左下方向に位置する副領域の微細枝部１９９は、横幹部１９
５または縦幹部１９７から左側の下方向に延在しており、右下方向に位置する副領域の微
細枝部１９９は、横幹部１９５または縦幹部１９７から右側の下方向にななめに延在して
いる。
【００４０】
　微細枝部１９９と微細スリット９１のピッチは、ほぼ５μｍ乃至ほぼ８μｍであっても
よいが、これに限定されることではない。また、微細枝部１９９と微細スリット９１の幅
の比は、ほぼ１．５:１～ほぼ１:１．５などであってもよいが、これに限定されず、表示
特性を考慮して適切に調節してもよい。
【００４１】
　微細枝部１９９の長さＬ１の最大値は、ほぼ５３μｍであってもよく、この場合、微細
枝部１９９と微細スリット９１のピッチは、ほぼ５μｍ～６μｍであってもよい。つまり
、微細枝部１９９のうち、十字幹部の中心から始まる最も長い微細枝部１９９の長さは、
ほぼ５３μｍ以下であってもよい。これは、後述する配向補助剤などを利用した液晶のプ
レチルトを利用することなく、本発明の一実施形態による液晶表示装置の透過率が減少し
ないようにする微細枝部１９９の条件を探すためのシミュレーション及び実験によって得
られたデータである。微細枝部１９９及び微細スリット９１のピッチが変化すれば、微細
枝部１９９の最大長さも変化し得る。
【００４２】
　下板電極１９１の横幹部１９５または縦幹部１９７の幅は、ほぼ４μｍ～ほぼ６μｍで
あってもよいが、これに限定されることではない。
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【００４３】
　微細枝部１９９が横幹部１９５となす鋭角は、ほぼ４０度～４５度であってもよいが、
これに限定されず、液晶表示装置の視認性などの表示特性を考慮して適切に調節してもよ
い。
【００４４】
　複数の微細枝部１９９のうちの少なくとも一部の端部は、直線形態の接続部（図示せず
）によって接続してもよい。例えば、下板電極１９１の上端に位置する微細枝部１９９の
端部、下端に位置する微細枝部１９９の端部、左端に位置する微細枝部１９９の端部、ま
たは右端に位置する微細枝部１９９の端部のうちの少なくとも一部分は、互いに接続され
て下板電極１９１の外郭縁を形成してもよい。
【００４５】
　図１に示した下板電極１９１は、後述する多様な実施形態による下板電極の単位である
下板単位電極ＵＰを形成する。
【００４６】
　さらに図５を参照して、上部表示パネル２００について説明すれば、上部表示パネル２
００は、絶縁基板２１０の上にカラーフィルタ（ｃｏｌｏｒ　ｆｉｌｔｅｒ）２３０及び
遮光部材（ｌｉｇｈｔ　ｂｌｏｃｋｉｎｇ　ｍｅｍｂｅｒ）２２０を配置してもよい。遮
光部材２２０は、ブラックマトリックス（ｂｌａｃｋ　ｍａｔｒｉｘ）ともいい、下板電
極１９１の間の光漏れを防止する。カラーフィルタ２３０は、赤色、緑色、及び青色の三
原色など原色（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏｌｏｒ）のうちの１つを表示してもよい。
【００４７】
　図５に示したこととは異なり、遮光部材２２０とカラーフィルタ２３０のうちの少なく
とも１つは、下部表示パネル１００に配置してもよい。
【００４８】
　カラーフィルタ２３０及び遮光部材２２０の上には蓋膜（ｏｖｅｒｃｏａｔ）２５０を
配置し、蓋膜２５０の上には上板電極２７０を配置する。上板電極２７０は、ＩＴＯ、Ｉ
ＺＯなどの透明な導電体または金属などで形成してもよい。上板電極２７０は共通電圧Ｖ
ｃｏｍの印加を受けてもよい。
【００４９】
　図２を参照すれば、一画素ＰＸに位置する上板電極２７０はほぼ四角形であり、横開口
部７５及びこれと交差する縦開口部７７からなる十字状の開口部を含む。一画素ＰＸの上
板電極２７０は、十字状の開口部によって４つの副領域に分かれてもよい。
【００５０】
　上板電極２７０の十字状の開口部７５、７７の幅は、ほぼ３μｍ乃至ほぼ５μｍであっ
てもよいが、これに限定されることではない。上板電極２７０の横開口部７５の幅と縦開
口部７７の幅は、液晶表示装置の表示特性により互いに同一であるか、または互いに異な
ってもよい。
【００５１】
　図２に示した上板電極２７０は、後述する多様な実施形態による上板電極の単位である
上板単位電極ＵＣを形成する。
【００５２】
　図１乃至図３を参照すれば、下板電極１９１の十字状の幹部１９５、１９７及び上板電
極２７０の十字状の開口部７５、７７は、互いに対向してアライメントされており、下板
電極１９１の４つの副領域は、上板電極２７０の４つの副領域とそれぞれ対向する。上板
電極２７０の十字状の開口部７５、７７は、下板電極１９１の十字状の幹部１９５、１９
７と平行に延在してもよい。
【００５３】
　さらに図５を参照すれば、二つの表示パネル１００、２００の内側面には配向膜１１、
２１を配置し、これらは垂直配向膜であってもよい。
【００５４】
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　二つの表示パネル１００、２００のうちの少なくとも１つの外側面には、偏光子（ｐｏ
ｌａｒｉｚｅｒ）（図示せず）が備えられているが、二つの偏光子の偏光軸は直交し、こ
のうちの１つの偏光軸は、ゲート線１２１に対してほぼ平行であってもよい。
【００５５】
　二つの表示パネル１００、２００の間に位置する液晶層３は、負の誘電率異方性を有す
る液晶３１を含む。液晶３１は、液晶層３に電界が生成されない状態で、その長軸が二つ
の表示パネル１００、２００の表面に対してほぼ垂直となるように配向されている。一画
素ＰＸの液晶３１の配向は、副領域の位置によって区分されなくてもよく、表示パネル１
００、２００の表面に対して微細枝部１９９の長さ方向へのプレチルト（ｐｒｅｔｉｌｔ
）を有していなくてもよい。つまり、液晶層３または配向膜１１、２１は、従来技術のよ
うに液晶３１がプレチルトを有するようにする硬化した配向補助剤などを含んでいる必要
がない。
【００５６】
　それでは、上述した図１乃至図５と共に図６Ａ及び図６Ｂを参照して、本発明の一実施
形態による液晶表示装置の駆動方法について簡単に説明する。
【００５７】
　図６Ａ及び図６Ｂは本発、明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極及び上板電極
によるフリンジフィールドを示した図面である。
【００５８】
　薄膜トランジスタＱのゲート電極１２４にゲートオン電圧Ｖｏｎを印加して薄膜トラン
ジスタＱをターンオンさせると、データ電圧が下板電極１９１に印加される。データ電圧
が印加された下板電極１９１と、共通電圧Ｖｃｏｍが印加された上板電極２７０は、共に
液晶層３に電界を生成する。
【００５９】
　電界は、表示パネル１００、２００の表面にほぼ垂直方向の垂直成分を含み、電界の垂
直成分により、液晶３１は、表示パネル１００、２００の表面にほぼ平行な方向に傾斜し
ようとする。また、図６Ａ及び図６Ｂを参照すれば、下板電極１９１の微細枝部１９９の
周縁と、上板電極２７０の十字状の開口部７５、７７とは、フリンジフィールドを生成す
る。具体的に、図６Ａを参照すれば、微細枝部１９９の周縁近くに位置する液晶３１は、
フリンジフィールドによって下板電極１９１の微細枝部１９９の内側に向かって傾く。図
６Ｂを参照すれば、上板電極２７０の十字状の開口部７５、７７の周縁近くに位置する液
晶３１は、フリンジフィールドによって十字状の開口部７５、７７の内側に向かって傾く
。
【００６０】
　結果的に、このようなフリンジフィールドにより、液晶３１はほぼ十字状の幹部１９５
、１９７の中心部分に向かって、そして微細枝部１９９にほぼ平行な方向に傾く。これに
より、下板電極１９１及び上板電極２７０の４つの副領域における液晶３１の傾く方向（
配列方向という）は互いに異なる。
【００６１】
　このように、本発明の一実施形態によれば、上板電極２７０に下板電極１９１の十字状
の幹部１９５、１９７と対向する十字状の開口部７５、７７を形成することにより、微細
枝部１９９にほぼ平行に傾くようにする液晶３１の配列方向の制御力（液晶制御力という
）を強化することができる。特に、液晶３１がプレチルトを有するようにして、応答速度
を速やかにするための従来の配向補助剤を配向膜１１、２１または液晶層３に形成しなく
ても、液晶３１の制御力を十分に得ることができる。
【００６２】
　本発明の一実施形態による液晶表示装置が、十分な液晶制御力及びこれに伴う十分な透
過率を有するようにするために、上述した通り下板電極１９１の微細枝部１９９の長さを
最大ほぼ５３μｍに制限することにより、テクスチャの発生及び輝度の減少を減らすこと
ができる。しかし、微細枝部１９９及び微細スリット９１のピッチまたは他の設計条件な
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どが変化すれば、透過率を最適化する微細枝部１９９の最大長さも変化し得る。
【００６３】
　一画素ＰＸに対して透過率の減少がないように、液晶３１に対する十分な液晶制御力を
確保するためには、画素ＰＸのサイズが大きくなるとき、一画素ＰＸは、上述した下板単
位電極ＵＰ及び上板単位電極ＵＣを複数個含んでもよい。これについては後記する。
【００６４】
　このように、本発明の一実施形態による液晶表示装置は、その製造段階において液晶３
１のプレチルトを形成するための配向補助剤の硬化工程のような追加工程が必要でない。
したがって、液晶表示装置の製造費用を節減し、製造工程を簡単にすることができる。
【００６５】
　次に、図７乃至図９を参照して、本発明の一実施形態による液晶表示装置について説明
する。上述した実施形態と同一の構成要素に対しては同一の図面符号を付け、同一の説明
は省略する。
【００６６】
　図７は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平面図であり、図８は、
本発明の一実施形態による液晶表示装置の上板電極の平面図であり、図９は、図７の下板
電極及び図８の上板電極を共に示した平面図である。
【００６７】
　図７を参照すれば、本実施形態による下板電極１９１は、上述した実施形態による下板
電極１９１と実質的に同様であるが、十字状の幹部１９５、１９７の中心部分に位置する
電極である中心パターン１９８を含む。中心パターン１９８は、下板電極１９１の４つの
副領域にそれぞれ位置する４直線辺を含む多角形、例えば、菱形であってもよい。中心パ
ターン１９８の頂点は、下板電極１９１の十字状の幹部１９５、１９７上に位置してもよ
い。中心パターン１９８の一辺の長さＬ２、または対向する二辺の間の距離Ｌ２は、ほぼ
２０μｍ～４０μｍであってもよく、この場合、微細枝部１９９及び微細スリット９１の
ピッチが、ほぼ５μｍ～６μｍであってもよい。しかし、中心パターン１９８の一辺の長
さＬ２はこれに限定されない。
【００６８】
　このように、下板電極１９１が中心パターン１９８を含むことにより、中心パターン１
９８の周縁辺によるフリンジフィールドを通じて液晶制御力が強化されて、液晶表示装置
の透過率をさらに高めることができる。
【００６９】
　図８及び図９を参照すれば、本実施形態による上板電極２７０は、上述した実施形態に
よる上板電極２７０と実質的に同様であるが、下板電極１９１が、図７に示したように中
心パターン１９８を有する場合、十字状の開口部７５、７７の中心部分に位置する中心開
口部７８を含んでもよい。
【００７０】
　中心開口部７８は、上板電極２７０の４つの副領域にそれぞれ位置する４直線辺を含む
多角形、例えば菱形であってもよい。中心開口部７８の頂点は、上板電極２７０の十字状
の開口部７５、７７上に位置してもよい。中心開口部７８の一辺の長さＬ３、または対向
する二辺の間の距離Ｌ３は、下板電極１９１の中心パターン１９８の一辺の長さＬ２より
小さくてもよい。つまり、上板電極２７０の中心開口部７８の周縁辺は、下板電極１９１
の中心パターン１９８の周縁辺の内側に位置してもよい。
【００７１】
　このように上板電極２７０が中心開口部７８を含むことにより、中心開口部７８の周縁
辺によるフリンジフィールドを通じて液晶制御力が強化されて、液晶表示装置の透過率を
さらに高めることができる。特に、下板電極１９１の中心パターン１９８の大きさが大き
くなるとき、下板電極１９１の中心部分に位置する液晶３１の制御力は、このような上板
電極２７０の中心開口部７８によってさらに強化され、十字状の幹部１９５、１９７の中
心部分の輝度の減少及びテクスチャを減らすことができる。
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【００７２】
　次に、図１０～図１８を参照して、本発明の一実施形態による液晶表示装置について説
明する。上述した実施形態と同一の構成要素に対しては同一の図面符号を付け、同一の説
明は省略する。
【００７３】
　図１０、図１３、図１６は、それぞれ本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電
極の平面図であり、図１１、図１４、図１７は、それぞれ本発明の一実施形態による液晶
表示装置の上板電極の平面図であり、図１２、図１５、図１８は、それぞれ図１０の下板
電極及び図１１の上板電極、図１３の下板電極及び図１４の上板電極、図１６の下板電極
及び図１７の上板電極を共に示した平面図である。
【００７４】
　図１０～図１８を参照すれば、一画素ＰＸの液晶制御力を十分に確保するために、一画
素ＰＸに対する下板電極１９１は、上述した図１に示したように、下板単位電極ＵＰを複
数個含み、一画素ＰＸに対する上板電極２７０も、上述した図２に示したように、上板単
位電極ＵＣを複数個含んでもよい。一画素ＰＸが含む下板単位電極ＵＰまたは上板単位電
極ＵＣの数は、画素ＰＸの面積によって液晶制御力を考慮して異なるようにしてもよい。
【００７５】
　図１０～図１２は、一画素ＰＸが互いに接続されている４つの下板単位電極ＵＰ及び上
板単位電極ＵＣを含む例を示しており、図１３～図１５は、一画素ＰＸが互いに接続され
ている６つの下板単位電極ＵＰ及び上板単位電極ＵＣを含む例を示しており、図１６～図
１８は、一画素ＰＸが互いに接続されている８つの下板単位電極ＵＰ及び上板単位電極Ｕ
Ｃを含む例を示している。
【００７６】
　複数の下板単位電極ＵＰは、ほぼ行列状に配列してもよく、隣接する下板単位電極ＵＰ
は、少なくとも１つの接続部１９２によって接続されている。接続部１９２は、下板単位
電極ＵＰの十字状の幹部１９５、１９７の延長線上に配置してもよい。つまり、接続部１
９２は、十字状の幹部１９５、１９７から突出した形態であってもよい。また、列方向、
つまり、縦方向に隣接する下板単位電極ＵＰの間の空間は横間隙９５を形成し、行方向、
つまり、横方向に隣接する下板単位電極ＵＰの間の空間は縦間隙９７を形成する。
【００７７】
　下板電極１９１の外郭境界に位置する微細枝部１９９の端部の一部は、互いに接続して
もよい。例えば、下板電極１９１の外郭境界の上端に位置する微細枝部１９９の端部、下
板電極１９１の外郭境界の下端に位置する微細枝部１９９の端部、下板電極１９１の外郭
境界の左端に位置する微細枝部１９９の端部、または下板電極１９１の外郭境界の右端に
位置する微細枝部１９９の端部のうちの少なくとも一部分は、互いに接続して下板電極１
９１の外郭縁を形成してもよい。
【００７８】
　複数の上板単位電極ＵＣもほぼ行列状に配列してもよく、隣接する上板単位電極ＵＣは
互いに接続されている。行方向または列方向に隣接する上板単位電極ＵＣの互いに対向す
る十字状の開口部７５、７７は、互いに接続されていなくてもよい。隣接する上板単位電
極ＵＣの互いに対向する十字状の開口部７５、７７の間の部分は、接続部２７２を形成し
てもよい。つまり、接続部２７２は、上板単位電極ＵＣの十字状の開口部７５、７７の延
長線上に配置してもよい。しかし、これとは異なって上板単位電極ＵＣの互いに対向する
十字状の開口部７５、７７は、互いに接続されていてもよい。
【００７９】
　図１２、図１５及び図１８を参照すれば、上板電極２７０の各上板単位電極ＵＣと下板
電極１９１の各下板単位電極ＵＰは、互いに対向してアライメントされている。また、下
板電極１９１の各下板単位電極ＵＰの十字状の幹部１９５、１９７は、対向する上板電極
２７０の各上板単位電極ＵＣの十字状の開口部７５、７７と対向してアライメントされて
いる。



(12) JP 2014-182367 A 2014.9.29

10

20

30

40

50

【００８０】
　図１０～図１８に示した下板単位電極ＵＰ及び上板単位電極ＵＣに、上述した図１乃至
図９に示した種々の実施形態の特徴及び効果が適用されてもよい。これは、後述する実施
形態においても同一である。
【００８１】
　次に、図１９及び図２０を参照して、本発明の一実施形態による液晶表示装置について
説明する。
【００８２】
　図１９は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平面図であり、図２０
は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の上板電極の平面図である。
【００８３】
　図１９を参照すれば、本実施形態による一画素ＰＸに対する下板電極１９１は、上述し
た図１０～図１８に示した実施形態と実質的に同様であるが、上述した図７に示したよう
に、各下板単位電極ＵＰの十字状の幹部１９５、１９７の中心部分に位置する中心パター
ン１９８を含む。
【００８４】
　図２０を参照すれば、本実施形態による一画素ＰＸに対する上板電極２７０は、上述し
た図１０～図１８に示した実施形態と実質的に同様であるが、上述した図８及び図９に示
したように、下板電極１９１が中心パターン１９８を有する場合、各上板単位電極ＵＣの
十字状の開口部７５、７７の中心部分に位置する中心開口部７８をさらに含んでもよい。
【００８５】
　中心パターン１９８及び中心開口部７８の特徴及びそれに伴う効果は、上述した実施形
態と同様なので、ここで詳細な説明は省略する。
【００８６】
　次に、図２１Ａ～図２１Ｄを参照して、本発明の一実施形態による液晶表示装置につい
て説明する。
【００８７】
　図２１Ａ～図２１Ｄは、それぞれ本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極及
び上板電極を共に示した平面図、及び実際の液晶表示装置の一画素を示す写真である。
【００８８】
　さらに具体的に、図２１Ａは、下部表示パネル１００及び上部表示パネル２００がアラ
イメントされた状態で、下板電極１９１の十字状の幹部１９５、１９７の幅と、上板電極
２７０の十字状の開口部７５、７７の幅が、ほぼ５μｍである場合において、実際の液晶
表示装置の輝度を示す。図２１Ｂは、図２１Ａに示した液晶表示装置の下部表示パネル１
００及び上部表示パネル２００のミスアライメント状態、及びそのときの液晶表示装置の
輝度を示す。ミスアライメントの程度は、上部表示パネル２００が下部表示パネル１００
に対して右側にほぼ７μｍ、上側にほぼ７μｍ程度シフトされた場合を例として挙げてい
る。
【００８９】
　図２１Ｃは、下部表示パネル１００及び上部表示パネル２００がアライメントされた状
態で、下板電極１９１の十字状の幹部１９５、１９７の幅がほぼ１０μｍであり、上板電
極２７０の十字状の開口部７５、７７の幅がほぼ６μｍである場合において、実際の液晶
表示装置の輝度を示す。図２１Ｄは、図２１ｃに示した液晶表示装置の下部表示パネル１
００及び上部表示パネル２００のミスアライメント状態、及びそのときの液晶表示装置の
輝度を示す。ミスアライメントの程度は、上部表示パネル２００が下部表示パネル１００
に対して右側にほぼ７μｍ、上側にほぼ７μｍ程度シフトされた場合を例として挙げてい
る。
【００９０】
　図２１Ａ乃至図２１Ｄを参照すれば、下板電極１９１の十字状の幹部１９５、１９７の
幅が小さいほど、下部表示パネル１００及び上部表示パネル２００がアライメントされた
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場合と、ミスアライメントの場合の透過率の差が、小さいことを確認できる。つまり、下
部表示パネル１００及び上部表示パネル２００がミスアライメントの場合に、透過率が大
きく低下することを防止するためには、下板電極１９１の十字状の幹部１９５、１９７の
幅を、上板電極２７０の十字状の開口部７５、７７の幅に比べて、小さくすることが有利
である。さらに、下板電極１９１の十字状の幹部１９５、１９７の幅を小さくすることに
より、下部表示パネル１００と上部表示パネル２００のアライメントマージンを大きくす
ることができる。
【００９１】
　図２２は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素が含む二つの副画素を示し
た図面である。
【００９２】
　次に、図２２を参照すれば、本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素ＰＸは、
第１副画素ＰＸａ及び第２副画素ＰＸｂを含んでもよい。第１副画素ＰＸａ及び第２副画
素ＰＸｂは、１つの入力映像信号に対し、互いに異なるガンマ曲線による映像を表示する
こともでき、同一のガンマ曲線による映像を表示することもできる。つまり、一画素ＰＸ
の第１副画素ＰＸａと第２副画素ＰＸｂは、１つの入力映像信号に対して側面視認性の向
上のために、互いに異なる輝度の映像を表示してもよい。第１副画素ＰＸａ及び第２副画
素ＰＸｂの面積は、互いに同一であるか、または異なってもよい。
【００９３】
　このように、第１副画素ＰＸａ及び第２副画素ＰＸｂを含む画素ＰＸは、互いに異なる
輝度の映像を表示するために、多様な回路構造及び配置を有してもよい。
【００９４】
　図２３は、発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素の等価回路図である。
【００９５】
　図２３を参照すれば、本発明の一実施形態による液晶表示装置は、ゲート線１２１、減
圧ゲート線１２３、及びデータ線１７１を含む信号線と、これに接続された画素ＰＸを含
む。
【００９６】
　各画素ＰＸは、第１副画素ＰＸａ及び第２副画素ＰＸｂを含む。第１副画素ＰＸａは、
第１スイッチング素子Ｑａ、第１液晶キャパシタＣｌｃａ、及び第１ストレージキャパシ
タＣｓｔａを含み、第２副画素ＰＸｂは、第２スイッチング素子Ｑｂ及び第３スイッチン
グ素子Ｑｃ、第２液晶キャパシタＣｌｃａ、Ｃｌｃｂ、第２ストレージキャパシタＣｓｔ
ａ、Ｃｓｔｂ、そして減圧キャパシタＣｓｔｄを含む。
【００９７】
　第１スイッチング素子Ｑａ及び第２スイッチング素子Ｑｂは、それぞれゲート線１２１
及びデータ線１７１に接続されており、第３スイッチング素子Ｑｃは、減圧ゲート線１２
３に接続されている。
【００９８】
　第１スイッチング素子Ｑａ及び第２スイッチング素子Ｑｂは、薄膜トランジスタなどの
三端子素子であって、その制御端子は、ゲート線１２１と接続されており、入力端子は、
データ線１７１と接続されており、出力端子は、第１液晶キャパシタＣｌｃａ及び第２液
晶キャパシタＣｌｃｂと、第１ストレージキャパシタＣｓｔａ及び第２ストレージキャパ
シタＣｓｔｂに、それぞれ接続されている。
【００９９】
　第３スイッチング素子Ｑｃも薄膜トランジスタなどの三端子素子であって、制御端子は
、減圧ゲート線１２３と接続されており、入力端子は、第２液晶キャパシタＣｌｃｂと接
続されており、出力端子は、減圧キャパシタＣｓｔｄと接続されている。
【０１００】
　減圧キャパシタＣｓｔｄは、第３スイッチング素子Ｑｃの出力端子と共通電圧に接続さ
れている。
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【０１０１】
　このような画素ＰＸの動作について説明すれば、先ず、ゲート線１２１にゲートオン電
圧Ｖｏｎが印加されれば、これに接続された第１薄膜トランジスタＱａ及び第２薄膜トラ
ンジスタＱｂがターンオンされる。これにより、データ線１７１のデータ電圧は、ターン
オンされた第１スイッチング素子Ｑａ及び第２スイッチング素子Ｑｂを通じて第１液晶キ
ャパシタＣｌｃａ及び第２液晶キャパシタＣｌｃｂに印加され、第１液晶キャパシタＣｌ
ｃａ及び第２液晶キャパシタＣｌｃｂは、データ電圧Ｖｄと共通電圧Ｖｃｏｍの差によっ
て充電される。このとき、減圧ゲート線１２３にはゲートオフ電圧Ｖｏｆｆが印加される
。
【０１０２】
　次に、ゲート線１２１にゲートオフ電圧Ｖｏｆｆが印加されることと同時に、減圧ゲー
ト線１２３にゲートオン電圧Ｖｏｎが印加されれば、ゲート線１２１に接続された第１ス
イッチング素子Ｑａ及び第２スイッチング素子Ｑｂはターンオフされ、第３スイッチング
素子Ｑｃはターンオンされる。これにより、第２スイッチング素子Ｑｂの出力端子と接続
された第２液晶キャパシタＣｌｃｂの充電電圧が下降する。したがって、フレーム反転で
駆動される液晶表示装置の場合、第２液晶キャパシタＣｌｃｂの充電電圧を第１液晶キャ
パシタＣｌｃａの充電電圧より常に低くすることができる。したがって、第１液晶キャパ
シタＣｌｃａ及び第２液晶キャパシタＣｌｃｂの充電電圧を異なるようにして、液晶表示
装置の側面視認性を向上することができる。
【０１０３】
　それでは、図２４及び図２５を参照して、図２３に示した回路構造を有する本発明の一
実施形態による液晶表示装置について説明する。上述した実施形態と同一の構成要素に対
しては同一の図面符号を付け、同一の説明は省略する。
【０１０４】
　図２４は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素の平面図であり、図２５は
、図２４の液晶表示装置のＸＸＶ-ＸＸＶ線に沿った断面図である。
【０１０５】
　本発明の一実施形態による液晶表示装置は、互いに対向する下部表示パネル１００と上
部表示パネル２００、及びこれら二つの表示パネル１００、２００の間に挿入されている
液晶層３を含む。
【０１０６】
　液晶層３は、上述した図１乃至図５に示した実施形態と同様なので、ここで詳細な説明
は省略する。
【０１０７】
　先ず、下部表示パネル１００について説明すれば、絶縁基板１１０の上にゲート線１２
１、減圧ゲート線１２３、及び維持電極線１２５を含む複数のゲート導電体が形成されて
いる。ゲート線１２１及び減圧ゲート線１２３は、主に横方向に延在し、ゲート信号を伝
達する。ゲート線１２１は、第１ゲート電極１２４ａ及び第２ゲート電極１２４ｂを含み
、減圧ゲート線１２３は、第３ゲート電極１２４ｃを含んでもよい。第１ゲート電極１２
４ａ及び第２ゲート電極１２４ｂは互いに接続されている。維持電極線１２５も、主に横
方向に延在してもよく、共通電圧Ｖｃｏｍなどの定められた電圧を伝達する。維持電極線
１２５は、維持拡張部１２６、ゲート線１２１にほぼ垂直に上に延在した一対の縦部１２
８、及び一対の縦部１２８を接続する横部１２７を含んでもよいが、維持電極線１２５の
構造はこれに限定されることではない。
【０１０８】
　ゲート導電体の上にはゲート絶縁膜１４０が位置し、その上には線状半導体１５１が位
置する。線状半導体１５１は、主に縦方向に延在してもよく、第１ゲート電極１２４ａ及
び第２ゲート電極１２４ｂに向かって延在して、互いに接続されている第１半導体１５４
ａ及び第２半導体１５４ｂ、そして第２半導体１５４ｂと接続された第３半導体１５４ｃ
を含む。
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【０１０９】
　線状半導体１５１の上には線状オーミックコンタクト部材１６１を形成し、第１半導体
１５４ａの上にはオーミックコンタクト部材１６３ａ、１６５ａを形成し、第２半導体１
５４ｂ及び第３半導体１５４ｃの上にもそれぞれオーミックコンタクト部材を形成しても
よい。しかし、オーミックコンタクト部材１６１、１６５ａは省略してもよい。
【０１１０】
　オーミックコンタクト部材１６１、１６５ａの上には、データ線１７１、第１ドレイン
電極１７５ａ、第２ドレイン電極１７５ｂ、及び第３ドレイン電極１７５ｃを含むデータ
導電体が形成されている。データ線１７１は、第１ゲート電極１２４ａ及び第２ゲート電
極１２４ｂに向かって延在した第１ソース電極１７３ａ及び第２ソース電極１７３ｂを含
んでもよい。第１ドレイン電極１７５ａ及び第２ドレイン電極１７５ｂの棒状の端部は、
第１ソース電極１７３ａ及び第２ソース電極１７３ｂにより一部が取り囲まれている。第
２ドレイン電極１７５ｂの広い一端部はさらに延長されて、「Ｕ」字状に曲がった第３ソ
ース電極１７３ｃを形成してもよい。第３ドレイン電極１７５ｃの広い端部１７７ｃは、
維持拡張部１２６と重なって減圧キャパシタＣｓｔｄを形成し、棒状の端部は、第３ソー
ス電極１７３ｃにより一部が取り囲まれている。
【０１１１】
　第１／第２／第３ゲート電極（１２４ａ／１２４ｂ／１２４ｃ）、第１／第２／第３ソ
ース電極（１７３ａ／１７３ｂ／１７３ｃ）、及び第１／第２／第３ドレイン電極（１７
５ａ／１７５ｂ／１７５ｃ）は、第１／第２／第３半導体（１５４ａ／１５４ｂ／１５４
ｃ）と共に１つの第１／第２／第３薄膜トランジスタ（Ｑａ／Ｑｂ／Ｑｃ）を形成する。
【０１１２】
　データ導電体１７１、１７５ａ、１７５ｂ、１７５ｃ及び露出した半導体１５４ａ、１
５４ｂ、１５４ｃ部分の上には下部保護膜１８０ｐを配置し、その上にはカラーフィルタ
２３０及び遮光部材２２０を配置してもよい。遮光部材２２０は、第１薄膜トランジスタ
Ｑａ及び第２薄膜トランジスタＱｂの上に位置する開口部２２７、第１ドレイン電極１７
５ａの広い端部の上に位置する開口部２２６Ａ、第２ドレイン電極１７５ｂの広い端部の
上に位置する開口部２２６ｂ、及び第３薄膜トランジスタＱｃの上に位置する開口部２２
８を含んでもよい。これとは異なり、カラーフィルタ２３０及び遮光部材２２０のうちの
少なくとも１つは、上部表示パネル２００に配置してもよい。
【０１１３】
　カラーフィルタ２３０及び遮光部材２２０の上には、上部保護膜１８０ｑを配置する。
下部保護膜１８０ｐ及び上部保護膜１８０ｑには、第１ドレイン電極１７５ａ及び第２ド
レイン電極１７５ｂをそれぞれ露出する複数のコンタクトホール１８５ａ、１８５ｂが形
成されている。
【０１１４】
　上部保護膜１８０ｑの上には、第１副画素電極１９１ａ及び第２副画素電極１９１ｂを
含む下板電極を配置する。第１副画素電極１９１ａと第２副画素電極１９１ｂそれぞれは
、上述した種々の実施形態、例えば、図１、図７、図１０、図１３、図１６、または図１
９に示した下板電極１９１のうちのいずれか１つと同一の構造を有してもよい。特に、側
面視認性の向上のために、第２副画素電極１９１ｂの面積と第１副画素電極１９１ａの面
積を異なるようにする場合、第１副画素電極１９１ａは、図１０に示した下板電極１９１
のように、４つの下板単位電極ＵＰを含み、第２副画素電極１９１ｂは、図１３または図
１６に示した下板電極１９１のように、６つまたは８つの下板単位電極ＵＰを含んでもよ
い。図２４は、第１副画素電極１９１ａが４つの下板単位電極ＵＰを含み、第２副画素電
極１９１ｂが６つの下板単位電極ＵＰを含む例を示している。
【０１１５】
　第１副画素電極１９１ａは、コンタクトホール１８５ａによって第１ドレイン電極１７
５ａからデータ電圧の印加を受け、第２副画素電極１９１ｂは、コンタクトホール１８５
ｂによって第２ドレイン電極１７５ｂからデータ電圧の印加を受けてもよい。
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【０１１６】
　次に、上部表示パネル２００について説明すれば、絶縁基板２１０の上に上板電極２７
０を配置する。各副画素ＰＸａ、ＰＸｂに位置する上板電極２７０は、説明した種々の実
施形態、例えば、図２、図８、図１１、図１４、図１７、または図２０に示した上板電極
２７０のうちのいずれか１つと同一の構造を有してもよい。特に、側面視認性の向上のた
めに、第２副画素ＰＸｂの面積と第１副画素ＰＸａの面積を異なるようにする場合、第１
副画素ＰＸａの上板電極２７０は、図１１に示した上板電極２７０のように、４つの上板
単位電極ＵＣを含み、第２副画素ＰＸｂの上板電極２７０は、図１４または図１７に示し
た上板電極２７０のように、６つまたは８つの上板単位電極ＵＣを含んでもよい。図２４
は、第１副画素ＰＸａの上板電極２７０が４つの上板単位電極ＵＣを含み、第２副画素Ｐ
Ｘｂの上板電極２７０が６つの上板単位電極ＵＣを含む例を示している。
【０１１７】
　第１副画素電極１９１ａと上板電極２７０は、その間の液晶層３と共に第１液晶キャパ
シタＣｌｃａを形成し、第２副画素電極１９１ｂと上板電極２７０は、その間の液晶層３
と共に第２液晶キャパシタＣｌｃｂを形成して、第１薄膜トランジスタＱａ及び第２薄膜
トランジスタＱｂがターンオフされた後にも、印加された電圧を維持する。また、第１副
画素電極１９１ａ及び第２副画素電極１９１ｂは維持電極線１２５と重なって、第１スト
レージキャパシタＣｓｔａ及び第２ストレージキャパシタＣｓｔｂを形成してもよい。
【０１１８】
　図２６は、本発明の他の実施形態による液晶表示装置の一画素の等価回路図である。
【０１１９】
　図２６を参照すれば、本発明の一実施形態による液晶表示装置は、ゲート線１２１、デ
ータ線１７１、及び基準電圧を伝達する基準電圧線１７８などの信号線と、これに接続さ
れた画素ＰＸを含む。
【０１２０】
　各画素ＰＸは、第１副画素ＰＸａ及び第２副画素ＰＸｂを含む。第１副画素ＰＸａは、
第１スイッチング素子Ｑａ及び第１液晶キャパシタＣｌｃａを含み、第２副画素ＰＸｂは
、第２スイッチング素子Ｑｂ及び第３スイッチング素子Ｑｃ、そして第２液晶キャパシタ
Ｃｌｃａ、Ｃｌｃｂを含む。
【０１２１】
　第１スイッチング素子Ｑａ及び第２スイッチング素子Ｑｂは、それぞれゲート線１２１
及びデータ線１７１に接続されており、第３スイッチング素子Ｑｃは、第２スイッチング
素子Ｑｂの出力端子及び基準電圧線１７８に接続されている。
【０１２２】
　第１スイッチング素子Ｑａの出力端子は、第１液晶キャパシタＣｌｃａに接続されてお
り、第２スイッチング素子Ｑｂの出力端子は、第２液晶キャパシタＣｌｃｂ及び第３スイ
ッチング素子Ｑｃの入力端子に接続されている。第３スイッチング素子Ｑｃの制御端子は
、ゲート線１２１に接続されており、入力端子は、第２液晶キャパシタＣｌｃｂに接続さ
れており、出力端子は、基準電圧線１７８に接続されている。
【０１２３】
　図２６に示した画素ＰＸの動作について説明すれば、先ず、ゲート線１２１にゲートオ
ン電圧Ｖｏｎが印加されれば、これに接続された第１スイッチング素子Ｑａ、第２スイッ
チング素子Ｑｂ、及び第３スイッチング素子Ｑｃがターンオンされる。これにより、デー
タ線１７１に印加されたデータ電圧は、ターンオンされた第１スイッチング素子Ｑａ及び
第２スイッチング素子Ｑｂを通じてそれぞれ第１液晶キャパシタＣｌｃａ及び第２液晶キ
ャパシタＣｌｃｂに印加されて、第１液晶キャパシタＣｌｃａ及び第２液晶キャパシタＣ
ｌｃｂはデータ電圧Ｖｄ及び共通電圧Ｖｃｏｍの差ほど充電される。このとき、第１液晶
キャパシタＣｌｃａ及び第２液晶キャパシタＣｌｃｂには第１スイッチング素子Ｑａ及び
第２スイッチング素子Ｑｂを通じて同一のデータ電圧Ｖｄが伝達されるが、第２液晶キャ
パシタＣｌｃｂの充電電圧は、第３スイッチング素子Ｑｃを通じて分圧される。したがっ
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て、第２液晶キャパシタＣｌｃｂの充電電圧は、第１液晶キャパシタＣｌｃａの充電電圧
より小さくなるので、二つの副画素ＰＸａ、ＰＸｂの輝度が変化することがある。したが
って、第１液晶キャパシタＣｌｃａに充電される電圧と、第２液晶キャパシタＣｌｃｂに
充電される電圧とを適切に調節すれば、側面から見る映像が、正面から見る映像に最大限
近くなるようにすることができ、これによって側面視認性を改善することができる。
【０１２４】
　それでは、図２７～図２９を参照して、図２６に示した回路構造を有する本発明の一実
施形態による液晶表示装置について説明する。上述した実施形態と同一の構成要素に対し
ては同一の図面符号を付け、同一の説明は省略する。
【０１２５】
　図２７及び図２８は、それぞれ本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素の平面
図であり、図２９は、図２７の液晶表示装置のＸＸＩＸ-ＸＸＩＸ線に沿った断面図であ
る。
【０１２６】
　本発明の一実施形態による液晶表示装置は、互いに対向する下部表示パネル１００と上
部表示パネル２００、及び二つの表示パネル１００、２００の間に介されている液晶層３
を含む。
【０１２７】
　図２７は、一画素ＰＸが縦方向より横方向にさらに長い例であって、第１副画素ＰＸａ
と第２副画素ＰＸｂが横方向に隣接する実施形態を示しており、図２８は、一画素ＰＸが
横方向より縦方向にさらに長い例であって、第１副画素ＰＸａと第２副画素ＰＸｂが横方
向に隣接する実施形態を示している。
【０１２８】
　図２７～図２９を参照して、下部表示パネル１００について説明すれば、絶縁基板１１
０の上に第１ゲート電極１２４ａ、第２ゲート電極１２４ｂ、及び第３ゲート電極１２４
ｃを含み、横方向に延在するゲート線１２１が位置する。ゲート線１２１の上にゲート絶
縁膜１４０が位置し、その上に第１半導体１５４ａ、第２半導体１５４ｂ、及び第３半導
体１５４ｃが位置する。第１半導体１５４ａ、第２半導体１５４ｂ、及び第３半導体１５
４ｃの上には、複数のオーミックコンタクト部材１６３ａ、１６５ａ、１６３ｂ、１６５
ｂ、１６３ｃ、１６５ｃを配置してもよい。オーミックコンタクト部材及びゲート絶縁膜
１４０の上には、第１ソース電極１７３ａ及び第２ソース電極１７３ｂを含み、縦方向に
延在するデータ線１７１、第１ドレイン電極１７５ａ、第２ドレイン電極１７５ｂ、第３
ソース電極１７３ａ、第３ドレイン電極１７５ｃ、及び基準電圧線１７８を含むデータ導
電体を配置する。基準電圧線１７８は、データ線１７１とほぼ平行な二つの幹部１７８ａ
と、二つの幹部１７８ａを互いに接続する接続部１７８ｂとを含んでもよい。基準電圧線
１７８の二つの幹部１７８ａを接続部１７８ｂに接続することにより、基準電圧線１７８
に流れる信号の遅延を防止することができる。しかし、基準電圧線１７８の形状はこれに
限定されず、多様に変更してもよい。
【０１２９】
　第１ゲート電極１２４ａ、第１ソース電極１７３ａ、及び第１ドレイン電極１７５ａは
、第１半導体１５４ａと共に第１薄膜トランジスタＱａを形成し、第２ゲート電極１２４
ｂ、第２ソース電極１７３ｂ、及び第２ドレイン電極１７５ｂは、第２半導体１５４ｂと
共に第２薄膜トランジスタＱｂを形成し、第３ゲート電極１２４ｃ、第３ソース電極１７
３ｃ、及び第３ドレイン電極１７５ｃは、第３半導体１５４ｃと共に第３薄膜トランジス
タＱｃを形成してもよい。
【０１３０】
　データ導電体及び露出した半導体１５４ａ、１５４ｂ、１５４ｃ部分の上には、保護膜
１８０を配置する。保護膜１８０は、第１ドレイン電極１７５ａ及び第２ドレイン電極１
７５ｂを露出する複数のコンタクトホール１８５ａ、１８５ｂを含んでもよい。
【０１３１】
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　保護膜１８０の上には、第１副画素電極１９１ａ及び第２副画素電極１９１ｂを含む下
板電極１９１を配置する。第１副画素電極１９１ａと第２副画素電極１９１ｂそれぞれは
、上述した種々の実施形態、例えば、図１、図７、図１０、図１３、図１６、または図１
９に示した下板電極１９１のうちのいずれか１つと同一の構造を有してもよい。特に、側
面視認性の向上のために、第２副画素電極１９１ｂの面積と第１副画素電極１９１ａの面
積を異なるようにする場合、第１副画素電極１９１ａは、図１０に示した下板電極１９１
のように、４つの下板単位電極ＵＰを含み、第２副画素電極１９１ｂは、図１３または図
１６に示した下板電極１９１のように、６つまたは８つの下板単位電極ＵＰを含んでもよ
い。図２７及び図２８は、第１副画素電極１９１ａが４つの下板単位電極ＵＰを含み、第
２副画素電極１９１ｂが６つの下板単位電極ＵＰを含む例を示している。
【０１３２】
　第１副画素電極１９１ａ及び第２副画素電極１９１ｂは、コンタクトホール１８５ａ、
１８５ｂを通じてそれぞれ第１ドレイン電極１７５ａ及び第２ドレイン電極１７５ｂと物
理的、電気的に接続されており、第１ドレイン電極１７５ａ及び第２ドレイン電極１７５
ｂからデータ電圧の印加を受けてもよい。このとき、第２ドレイン電極１７５ｂに印加さ
れたデータ電圧のうちの一部は第３ソース電極１７３ｃを通じて分圧されて、第２副画素
電極１９１ｂに印加される電圧の大きさは、第１副画素電極１９１ａに印加される電圧の
大きさより小さくてもよい。
【０１３３】
　一方、基準電圧線１７８に印加される電圧は、共通電圧Ｖｃｏｍより大きくてもよく、
その差の絶対値は、約１Ｖ～４Ｖであってもよい。
【０１３４】
　上部表示パネル２００について説明すれば、絶縁基板２１０の上に遮光部材２２０及び
カラーフィルタ２３０を配置してもよい。遮光部材２２０とカラーフィルタ２３０のうち
の少なくとも１つは、下部表示パネル１００に配置してもよい。カラーフィルタ２３０及
び遮光部材２２０の上には蓋膜２５０を配置してもよいが、蓋膜２５０は省略してもよい
。
【０１３５】
　蓋膜２５０の上には上板電極２７０を配置する。各副画素ＰＸａ、ＰＸｂに位置する上
板電極２７０は、説明した種々の実施形態、例えば、図２、図８、図１１、図１４、図１
７、または図２０に示した上板電極２７０のうちのいずれか１つと同一の構造を有しても
よい。特に、側面視認性の向上のために、第２副画素ＰＸｂの面積と第１副画素ＰＸａの
面積を異なるようにする場合、第１副画素ＰＸａの上板電極２７０は、図１１に示した下
板電極１９１のように、４つの上板単位電極ＵＣを含み、第２副画素ＰＸｂの上板電極２
７０は、図１４または図１７に示した上板電極２７０のように、６つまたは８つの上板単
位電極ＵＣを含んでもよい。図２７及び図２８は、第１副画素ＰＸａの上板電極２７０が
４つの上板単位電極ＵＣを含み、第２副画素ＰＸｂの上板電極２７０が６つの上板単位電
極ＵＣを含む例を示している。
【０１３６】
　図３０、図３１及び図３２は、それぞれ本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画
素の等価回路図であって、上記実施形態以外に、第１副画素ＰＸａ及び第２副画素ＰＸｂ
を含む画素ＰＸの多様な回路構造を示している。
【０１３７】
　図３０を参照すれば、本発明の一実施形態による液晶表示装置は、第１データ線１７１
ａ及び第２データ線１７１ｂとゲート線１２１を含む信号線、及びこれに接続された画素
ＰＸを含む。
【０１３８】
　各画素ＰＸは、第１副画素ＰＸａ及び第２副画素ＰＸｂを含む。第１副画素ＰＸａは、
第１スイッチング素子Ｑａ、第１液晶キャパシタＣｌｃａ、及び第１ストレージキャパシ
タＣｓｔａを含み、第２副画素ＰＸｂは、第２スイッチング素子Ｑｂ、第２液晶キャパシ
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タＣｌｃｂ、及び第２ストレージキャパシタＣｓｔｂを含む。
【０１３９】
　第１スイッチング素子Ｑａは、ゲート線１２１に接続された制御端子、及び第１データ
線１７１ａに接続された入力端子を含む。第１スイッチング素子Ｑａの出力端子は、第１
液晶キャパシタＣｌｃａ及び第１ストレージキャパシタＣｓｔａと接続されている。
【０１４０】
　第２スイッチング素子Ｑｂは、ゲート線１２１に接続された制御端子、及び第２データ
線１７１ｂに接続された入力端子を含む。第２スイッチング素子Ｑｂの出力端子は、第２
液晶キャパシタＣｌｃｂ及び第２ストレージキャパシタＣｓｔｂと接続されている。
【０１４１】
　第１液晶キャパシタＣｌｃａ及び第２液晶キャパシタＣｌｃｂは、互いに異なるデータ
線１７１ａ、１７１ｂに接続された第１スイッチング素子Ｑａ及び第２スイッチング素子
Ｑｂを通じて、１つの入力映像信号ＩＤＡＴに対する互いに異なるデータ電圧Ｖｄがそれ
ぞれ印加されてもよい。
【０１４２】
　次に、図３１を参照すれば、本実施形態による液晶表示装置は、データ線１７１と第１
ゲート線１２１ａ及び第２ゲート線１２１ｂを含む信号線と、これに接続された画素ＰＸ
を含む。各画素ＰＸは、第１副画素ＰＸａ及び第２副画素ＰＸｂを含む。
【０１４３】
　第１副画素ＰＸａが含む第１スイッチング素子Ｑａは、第１ゲート線１２１ａに接続さ
れた制御端子、及びデータ線１７１に接続された入力端子を含む。第１スイッチング素子
Ｑａの出力端子は、第１液晶キャパシタＣｌｃａ及び第１ストレージキャパシタＣｓｔａ
と接続されている。
【０１４４】
　第２スイッチング素子Ｑｂは、第２ゲート線１２１ｂに接続された制御端子、及びデー
タ線１７１に接続された入力端子を含む。第２スイッチング素子Ｑｂの出力端子は、第２
液晶キャパシタＣｌｃｂ及び第２ストレージキャパシタＣｓｔｂと接続されている。
【０１４５】
　第１液晶キャパシタＣｌｃａ及び第２液晶キャパシタＣｌｃｂは、互いに異なるゲート
線１２１ａ、１２１ｂに接続されている第１スイッチング素子Ｑａ及び第２スイッチング
素子Ｑｂを通じてデータ線１７１が伝達する１つの入力映像信号ＩＤＡＴに対する互いに
異なるデータ電圧Ｖｄを、異なる時間に印加を受けてもよい。
【０１４６】
　次に図３２を参照すれば、本実施形態による液晶表示装置は、データ線１７１とゲート
線１２１を含む信号線と、これに接続された画素ＰＸを含む。各画素ＰＸは、第１副画素
ＰＸａ及び第２副画素ＰＸｂと、二つの副画素ＰＸａ、ＰＸｂの間に接続されている結合
キャパシタＣｃｐを含んでもよい。
【０１４７】
　第１副画素ＰＸａは、ゲート線１２１及びデータ線１７１に接続されているスイッチン
グ素子Ｑと、これに接続された第１液晶キャパシタＣｌｃａ及び第１ストレージキャパシ
タＣｓｔａを含み、第２副画素ＰＸｂは、結合キャパシタＣｃｐと接続されている第２液
晶キャパシタＣｌｃｂを含む。
【０１４８】
　スイッチング素子Ｑの制御端子は、ゲート線１２１と接続されており、入力端子は、デ
ータ線１７１と接続されており、出力端子は、第１液晶キャパシタＣｌｃａ、第１ストレ
ージキャパシタＣｓｔａ、及び結合キャパシタＣｃｐと接続されている。スイッチング素
子Ｑは、ゲート線１２１からのゲート信号によってデータ線１７１のデータ電圧Ｖｄを第
１液晶キャパシタＣｌｃａ及び結合キャパシタＣｃｐに伝達し、結合キャパシタＣｃｐは
、この電圧の大きさを変えて第２液晶キャパシタＣｌｃｂに伝達してもよい。結合キャパ
シタＣｃｐによって第２液晶キャパシタＣｌｃｂに充電された電圧Ｖｂは、第１液晶キャ
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パシタＣｌｃａに充電された電圧Ｖａに比べ、常に小さくてもよい。したがって、結合キ
ャパシタＣｃｐの静電容量を適切に調節すれば、第１液晶キャパシタＣｌｃａの充電電圧
Ｖａと第２液晶キャパシタＣｌｃｂの充電電圧Ｖｂの比率を調節して、側面視認性を向上
させることができる。
【０１４９】
　このような種々の実施形態による液晶表示装置においても、画素ＰＸが含む第１液晶キ
ャパシタＣｌｃａと第２液晶キャパシタＣｌｃｂの一端子を構成する第１副画素電極と第
２副画素電極は、それぞれ上述した種々の実施形態による下板電極１９１と同一の形態及
び機能を有してもよく、各副画素ＰＸａ、ＰＸｂの上板電極２７０も、上述した種々の実
施形態による上板電極２７０と同一の形態及び機能を有してもよい。
【０１５０】
　それでは、上述した図２２～図３２と共に、次の図３３及び図３４を参照して、側面視
認性をさらに向上させることができる、本発明の一実施形態による液晶表示装置について
説明する。
【０１５１】
　図３３及び図３４は、それぞれ本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極の平
面図である。
【０１５２】
　本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素ＰＸは、上述した種々の実施形態によ
る第１副画素ＰＸａ及び第２副画素ＰＸｂを含み、第１副画素ＰＸａの輝度は、第２副画
素ＰＸｂの輝度より高いか、または同一である。第１副画素ＰＸａの第１副画素電極１９
１ａと第２副画素ＰＸｂの第２副画素電極１９１ｂは、それぞれ上述した種々の実施形態
による下板電極１９１の構造を有してもよく、上板電極２７０も、上述した種々の実施形
態による上板電極２７０の構造を有してもよい。図３３及び図３４は、第１副画素電極１
９１ａ及び第２副画素電極１９１ｂが、それぞれ上述した図１０に示したように、４つの
下板単位電極ＵＰを含み、上板電極２７０が、上述した図１１に示したように、４つの上
板単位電極ＵＣを含む例を代表的に示している。
【０１５３】
　しかし、図３４に示したこととは異なり、第２副画素電極１９１ｂは、第１副画素電極
１９１ａより多い下板単位電極ＵＰを含んでもよく、第２副画素ＰＸａの上板電極２７０
も、第１副画素ＰＸｂの上板電極２７０より多い上板単位電極ＵＣを含んでもよい。
【０１５４】
　本発明の一実施形態によれば、図３３に示したように、第１副画素電極１９１ａの１つ
の下板単位電極ＵＰにおいて、微細枝部１９９が横幹部１９５となす角Ａ１（鋭角を意味
する）は、ほぼ４５度より小さくてもよく、例えば、ほぼ４０度であってもよい。これに
よれば、液晶層３に電界を生成したとき、第１副画素ＰＸａの傾いた液晶３１が横幹部１
９５となす角が、ほぼ４５度より小さい液晶３１が多くなって、特に低階調領域における
左右側面からの視認性を向上させることができる。
【０１５５】
　また、図３４を参照すれば、第２副画素電極１９１ｂの１つの下板単位電極ＵＰにおい
て、微細枝部１９９が横幹部１９５となす角Ａ２は、第１副画素ＰＸａにおける角Ａ１よ
り大きくて、ほぼ４５度であるか、またはこれより大きくてもよい。これによれば、高階
調領域においても左右側面からの視認性を向上させることができる。
【０１５６】
　本発明の他の実施形態によれば、図３３に示したように、第１副画素電極１９１ａの隣
接する下板単位電極ＵＰの間のギャップのうち、横方向に延在する横ギャップの幅を第１
距離Ｄ１とし、縦方向に延在する縦ギャップの幅を第２距離Ｄ２とするとき、第２距離Ｄ
２が第１距離Ｄ１より大きくてもよい。これと同時に、または選択的に、第１副画素ＰＸ
ａの上板電極２７０の横開口部７５の幅を第３距離Ｄ３とし、縦開口部７７の幅を第４距
離Ｄ４とするとき、第４距離Ｄ４が第３距離Ｄ３より大きくてもよい。これによれば、液
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晶層３に電界を生成したとき、第１副画素ＰＸａの傾いた液晶３１が横幹部１９５となす
角が、ほぼ４５度より小さい液晶３１が多くなって、特に低階調領域における左右側面か
らの視認性を向上させることができる。
【０１５７】
　また、図３４を参照すれば、第２副画素電極１９１ｂの隣接する下板単位電極ＵＰの間
のギャップのうち、横ギャップの幅である第１距離Ｄ１が縦ギャップの幅である第２距離
Ｄ２より大きくてもよい。これと同時に、または選択的に、第２副画素ＰＸｂの上板電極
２７０の横開口部７５の幅である第３距離Ｄ３が、縦開口部７７の幅である第４距離Ｄ４
より大きくてもよい。これによれば、高階調領域においても左右側面からの視認性を向上
させることができる。
【０１５８】
　本発明の他の実施形態によれば、側面視認性の向上のために、図３３に示したように、
第１副画素電極１９１ａの微細枝部１９９の端部のうち、上端及び下端に位置する微細枝
部１９９の端部は、接続部１９４ａによって接続されてもよい。また、図３４を参照すれ
ば、第２副画素電極１９１ｂの微細枝部１９９の端部のうち、左端及び右端に位置する微
細枝部１９９の端部は、接続部１９４ｂによって接続されてもよい。
【０１５９】
　次に、図３５～図３８を参照して、本発明の一実施形態による液晶表示装置について説
明する。上述した実施形態と同一の構成要素に対しては同一の図面符号を付け、同一の説
明は省略する。
【０１６０】
　図３５～図３８は、それぞれ本発明の一実施形態による液晶表示装置の下板電極と上板
電極を示した平面図である。
【０１６１】
　本実施形態による液晶表示装置は、上述した図１０～図１８に示した実施形態のように
、一画素ＰＸに対する下板電極１９１は、上述した種々の実施形態による下板単位電極Ｕ
Ｐを複数個含み、一画素ＰＸに対する上板電極２７０も、上述した種々の実施形態による
上板単位電極ＵＣを複数個含む。一画素ＰＸが含む下板単位電極ＵＰまたは上板単位電極
ＵＣの数は、画素ＰＸの構造及び面積により液晶制御力を考慮して異なるようにしてもよ
い。ここでは、互いに接続されている４つの下板単位電極ＵＰ、及び互いに接続されてい
る４つの上板単位電極ＵＣを例として挙げて説明するが、これに限定されることではない
。
【０１６２】
　複数の下板単位電極ＵＰは、接続部１９２によって接続されている。接続部１９２は、
下板単位電極ＵＰの十字状の幹部１９５、１９７の延長線上に配置してもよい。列方向、
つまり、縦方向に隣接する下板単位電極ＵＰの間の空間は横間隙９５を形成し、行方向、
つまり、横方向に隣接する下板単位電極ＵＰの間の空間は縦間隙９７を形成する。
【０１６３】
　複数の上板単位電極ＵＣは互いに接続されている。行方向または列方向に隣接する上板
単位電極ＵＣの互いに対向する十字状の開口部７５、７７は互いに接続されてもよい。こ
の場合、１つの上板電極２７０の上板単位電極ＵＣが複数の切れに分離されるのを防止す
るために、上板電極２７０の周縁辺に隣接した十字状の開口部７５、７７の端部は、上板
電極２７０の周縁辺と離隔して接続部２７４を形成してもよい。つまり、各上板単位電極
ＵＣで十字状の開口部７５、７７によって区分された４つの副領域は、接続部２７４によ
って接続されていてもよい。
【０１６４】
　隣接する下板単位電極ＵＰの間の空間である横間隙９５または縦間隙９７の領域に位置
する液晶３１は、その傾斜方向が一定でなく、横間隙９５または縦間隙９７の延長方向に
ほぼ平行な両方向に傾いてもよい。したがって、この部分において、液晶３１は、下板電
極１９１の微細枝部１９９が形成された副領域においてとは異なる方向に制御される。特
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に、映像を表示している液晶表示装置の表示パネルに外部から圧力が加わると、横間隙９
５または縦間隙９７付近の液晶３１の配列方向が乱れ、互いに衝突してテクスチャが発生
し、このようなテクスチャは、外部の圧力が除去された後にも、横間隙９５または縦間隙
９７付近の液晶３１の方向が元の状態に復元されなくて、ムラ（ｂｒｕｉｓｉｎｇ）と視
認される。つまり、横間隙９５または縦間隙９７付近の液晶３１の配列は、外部圧力によ
って周辺液晶３１に影響を与え、横間隙９５または縦間隙９７周辺に液晶３１の配列の乱
れが伝達されて、テクスチャが広がり、これは外部圧力が除去された後にもムラと視認さ
れるおそれがある。このようなムラは、表示される映像が高階調のときさらに激しくなる
。
【０１６５】
　このように外部圧力が除去された後にも残っているテクスチャによるムラの発生を抑制
するか、またはムラが速やかに除去されるようにする方法について、図３５～図３８を参
照して説明する。
【０１６６】
　図３５を参照すれば、本実施形態による一画素ＰＸに対する下板電極１９１は、上述し
た図１０～図１８に示した実施形態と実質的に同様であるが、上述した図７に示したよう
に、各下板単位電極ＵＰの十字状の幹部１９５、１９７の中心部分に位置する中心パター
ン１９８を含む。図７に示した実施形態と関連して説明したことが、ここでも同一に適用
される。例えば、中心パターン１９８が菱形のとき、各周縁辺は十字状の幹部１９５、１
９７の延長方向に対して斜角をなしてもよい。さらに具体的に、中心パターン１９８の周
縁辺と微細枝部１９９が延在する方向は、互いにほぼ直角をなしてもよい。
【０１６７】
　このように、各下板単位電極ＵＰの十字状の幹部１９５、１９７の中心部分に中心パタ
ーン１９８を形成すれば、中心パターン１９８の周縁辺によるフリンジフィールドが横間
隙９５または縦間隙９７付近まで影響を与えて、液晶制御力を大きくすることができる。
したがって、外部圧力が除去された後にもテクスチャによるムラが簡単に除去されるか、
または発生を抑制することができる。中心パターン１９８の一辺の長さＬ２または対向す
る二辺の間の距離Ｌ２が大きいほど、このような外部圧力によるムラの発生をさらに減ら
すことができる。
【０１６８】
　また、下板単位電極ＵＰの微細枝部１９９の長さＬ１を短くすれば、微細枝部１９９の
端部によって形成されたフリンジフィールドによって液晶制御力を高めることができ、横
間隙９５または縦間隙９７付近での液晶制御力を高めることができる。限定された下板単
位電極ＵＰ中で中心パターン１９８の大きさが大きくなるほど、微細枝部１９９の長さＬ
１は短くなるので、中心パターン１９８の形成による効果と、微細枝部１９９の長さを短
くすることによる効果が重なって、外部圧力によるムラの発生をさらに減らすことができ
る。
【０１６９】
　本実施形態による一画素ＰＸに対する上板電極２７０も、上述した図１０～図１８に示
した実施形態と実質的に同様であるが、上述した図８に示したように、各上板単位電極Ｕ
Ｃの十字状の開口部７５、７７の中心部分に位置する中心開口部７８を含んでもよい。図
８に示した実施形態と関連して説明したことが、ここでも同一に適用される。例えば、中
心開口部７８が菱形であるとき、各周縁辺は十字状の幹部１９５、１９７の延長方向に対
して斜角をなしてもよい。さらに具体的に、中心開口部７８の周縁辺と微細枝部１９９が
延在する方向は、互いにほぼ直角をなしてもよい。
【０１７０】
　このように、上板電極２７０が中心開口部７８を含むと、中心開口部７８の周縁辺によ
るフリンジフィールドが横間隙９５または縦間隙９７付近まで影響を与えて、液晶制御力
を大きくすることができる。したがって、外部圧力が除去された後にもテクスチャによる
ムラが簡単に除去されるか、または発生を抑制することができる。



(23) JP 2014-182367 A 2014.9.29

10

20

30

40

50

【０１７１】
　次に、図３６を参照すれば、本実施形態は図３５に示した実施形態と実質的に同様であ
るが、下板電極１９１の構造が異なってもよい。本実施形態において、下板単位電極ＵＰ
の４つの角部ＣＡ、ＣＢ、ＣＣ、ＣＤ、ＣＥ、ＣＦ、ＣＧ、ＣＨ、ＣＩ部分のうちの少な
くとも一部分は、面取りされて（ｃｈａｍｆｅｒｅｄ）いてもよい。図３６は、各下板単
位電極ＵＰの４つの角部ＣＡ、ＣＢ、ＣＣ、ＣＤ、ＣＥ、ＣＦ、ＣＧ、ＣＨ、ＣＩが全て
面取りされた例を示している。しかし、これとは異なって下板電極１９１の中心部分、つ
まり、４つの下板単位電極ＵＰが集まっている中心部分に位置する各下板単位電極ＵＰの
角部ＣＩは、面取りされていなくてもよい。
【０１７２】
　面取りされた角部の長さＬ４は、ほぼ１０μｍ～１５μｍであってもよいが、これに限
定されることではない。この場合、１つの下板単位電極ＵＰの一辺の長さは、ほぼ７０μ
ｍ以下であってもよい。
【０１７３】
　このように下板単位電極ＵＰの角部を面取りすれば、微細枝部１９９の端部が切り取ら
れるので、相対的に長い微細枝部１９９の長さを減らすことができる。したがって、上述
したように、短くなった微細枝部１９９の端部によるフリンジフィールドの影響が、横間
隙９５または縦間隙９７付近までよく伝達されて、液晶制御力を高めることができる。ま
た、面取りされた角部において、微細枝部１９９の端部はほぼ横幹部１９５または縦幹部
１９７と斜角をなすので、微細枝部１９９の延長方向にほぼ平行な方向への液晶制御力を
高めることができる。そのために、外部圧力によるムラをさらによく防止するか、または
速やかに除去することができる。
【０１７４】
　図３６に示した実施形態においては、図３５に示した実施形態の特徴も含んでいるが、
これとは異なって中心パターン１９８または中心開口部７８を含んでいなくてもよい。し
かし、種々の実施形態の特徴を共に含むことにより、本発明の実施形態による効果を極大
化することができる。
【０１７５】
　次に、図３７を参照すれば、本実施形態は、図３５または図３６に示した実施形態と実
質的に同様であるが、下板電極１９１の構造が異なってもよい。特に、下板電極１９１の
横間隙９５または縦間隙９７の形状が異なってもよい。本実施形態によれば、横間隙９５
または縦間隙９７の周縁Ａは、横方向または縦方向に対して平行でなく、傾斜をなして斜
角をなしてもよい。つまり、横間隙９５または縦間隙９７の幅は一定でなく、位置によっ
て変化してもよい。
【０１７６】
　さらに具体的に、横間隙９５または縦間隙９７は、接続部１９２付近でその幅が最も小
さく、接続部１９２から遠くなるほどその幅が大きくなってもよい。つまり、横間隙９５
または縦間隙９７は、十字状の幹部１９５、１９７に近づくほどその幅が小さくなり、下
板単位電極ＵＰの角部に近づくほどその幅が大きくなってもよい。これにより、横間隙９
５または縦間隙９７は下板電極１９１の中心部分ＣＴ、つまり、４つの下板単位電極ＵＰ
が集まっている中心部分ＣＴで、または下板単位電極ＵＰの角部で、その幅が最大になっ
てもよい。また、横間隙９５または縦間隙９７は、下板電極１９１の周縁付近でその幅が
最大になってもよい。
【０１７７】
　横間隙９５の最大幅Ｇ１は、ほぼ５．５μｍ～８μｍであってもよく、横間隙９５の最
小幅Ｇ２は、ほぼ３μｍ～４μｍであってもよいが、これに限定されることではない。縦
間隙９７の最大幅Ｇ３は、ほぼ７μｍ～１０μｍであってもよく、縦間隙９７の最小幅Ｇ
４は、ほぼ４μｍ～５μｍであってもよいが、これに限定されることではない。
【０１７８】
　このように、下板電極１９１の横間隙９５または縦間隙９７の周縁Ａが傾斜をなすよう
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にすれば、横間隙９５または縦間隙９７の領域に位置する液晶３１が、横方向または縦方
向に平行でない方向に傾く場合がある。したがって、横間隙９５または縦間隙９７付近の
液晶３１が、隣接する微細枝部１９９の延長方向に近い方向に制御されて傾くので、この
部分におけるテクスチャを減らすことができる。したがって、外部圧力が加わった後圧力
が除去された後にも残っているムラの発生を抑制するか、またはムラが速やかに除去され
るようにすることができる。
【０１７９】
　図３７に示した実施形態においては、図３５及び図３６に示した実施形態の特徴も含ん
でいるが、これとは異なって図３５及び図３６のうちの少なくとも一実施形態の特徴は含
んでいなくてもよい。しかし、種々の実施形態の特徴を共に含むことにより、本発明の実
施形態による効果を極大化することができる。
【０１８０】
　次に、図３８を参照すれば、本実施形態は図３５、図３６、または図３７に示した実施
形態と実質的に同様であるが、下板電極１９１の構造が異なってもよい。特に、下板電極
１９１の隣接する微細枝部１９９の端部の一部が互いに接続されていてもよい。図３８は
、横間隙９５または縦間隙９７付近の微細枝部１９９の端部のうちの一部である隣接する
二つが、接続部１９９ａによって互いに接続されている例を示しているが、これに限定さ
れることではない。
【０１８１】
　特に、上述したように、横間隙９５または縦間隙９７の周縁Ａが傾斜をなす場合、横間
隙９５または縦間隙９７付近の微細枝部１９９の端部を接続する接続部１９９ａは、横方
向または縦方向と斜角をなす方向にフリンジフィールドを生成する。したがって、横間隙
９５または縦間隙９７付近に位置する液晶３１は、接続部１９９ａによって方向性を有し
て傾くようになるので、外部の圧力が除去された後にムラが残ることを減らすことができ
る。
【０１８２】
　図３８に示した実施形態においては、図３５～図３７に示した実施形態の特徴も含んで
いるが、これとは異なって図３５～図３７のうちの少なくとも一実施形態の特徴は含んで
いなくてもよい。しかし、種々の実施形態の特徴を共に含むことにより、本発明の実施形
態による効果を極大化することができる。
【０１８３】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれ
に限定されることではなく、請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業
者の種々の変形及び改良形態も本発明の権利範囲に属するものである。
【符号の説明】
【０１８４】
　３　液晶層
　３１　液晶
　７５　横開口部
　７７　縦開口部
　７８　中心開口部
　９５、９７　間隙
　１００、２００　表示パネル
　１２１　ゲート線
　１２４　ゲート電極
　１４０　ゲート絶縁膜
　１７１　データ線
　１７３　ソース電極
　１７５　ドレイン電極
　１８０、１８０ｐ、１８０ｑ　保護膜
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　１９１　下板電極
　１９１ａ　第１副画素電極
　１９１ｂ　第２副画素電極
　１９５　横幹部
　１９７　縦幹部
　１９８　中心パターン
　１９９　微細枝部
　１９２、１９４ａ、１９４ｂ、１９９ａ、２７２　接続部
　２２０　遮光部材
　２３０　カラーフィルタ
　２５０　蓋膜
　２７０　上板電極

【図１】 【図２】



(26) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図３】 【図４】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】



(27) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(28) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(29) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(30) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図１９】 【図２０】

【図２２】 【図２３】



(31) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】



(32) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図２８】 【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】

【図３３】



(33) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図３４】 【図３５】

【図３６】 【図３７】



(34) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図３８】



(35) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図２１Ａ】



(36) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図２１Ｂ】



(37) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図２１Ｃ】



(38) JP 2014-182367 A 2014.9.29

【図２１Ｄ】



(39) JP 2014-182367 A 2014.9.29

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  辛　哲
            大韓民国京畿道華城市陵洞　プルンマウルポスコドシャップアパート９０４棟４０２号
(72)発明者  倉　學　▲スン▼
            大韓民国京畿道龍仁市水枝区豊▲徳▼川洞三星５次アパート５２６棟１５０６号
(72)発明者  申　旗　▲チュル▼
            大韓民国京畿道城南市盆唐区金谷洞盆唐斗山ウィブアパート１０６棟１４０２号
(72)発明者  張　在　洙
            大韓民国京畿道水原市八達区華西２洞住公アパート５０２棟１１０２号
(72)発明者  金　加　恩
            大韓民国ソウル市城北区石串洞２６１－１９０　２階
(72)発明者  呉　浩　吉
            大韓民国京畿道龍仁市器興区舊葛洞３９０－１１　ドンジンビル　２０２号
(72)発明者  李　世　賢
            大韓民国ソウル市城東区杏堂洞１６８－７８外　３筆地１階
(72)発明者  鄭　孝　珠
            大韓民国仁川市南洞区論▲ヒョン▼洞韓化クメグリンアパート６０７棟１３０１号
(72)発明者  宋　常　鉉
            大韓民国ソウル市江西区雨裝山洞雨裝山ヒルステイトアパート　１３１棟１１０２号
(72)発明者  全　相　鎭
            大韓民国京畿道水原市霊通区霊通洞ファンゴル２団地アパート　１０９棟１６０１号
Ｆターム(参考) 2H092 GA13  JA26  JB05  JB13  JB42  JB69  NA01  PA02 
　　　　 　　  2H290 AA33  BB45  BB46  BB73 



专利名称(译) 液晶表示装置

公开(公告)号 JP2014182367A 公开(公告)日 2014-09-29

申请号 JP2013167227 申请日 2013-08-12

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星显示器的股票会社

[标]发明人 柳長ウィ
辛哲
倉學スン
申旗チュル
張在洙
金加恩
呉浩吉
李世賢
鄭孝珠
宋常鉉
全相鎭

发明人 柳 長 ▲ウィ▼
辛 哲
倉 學 ▲スン▼
申 旗 ▲チュル▼
張 在 洙
金 加 恩
呉 浩 吉
李 世 賢
鄭 孝 珠
宋 常 鉉
全 相 鎭

IPC分类号 G02F1/1337 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/133707 G02F1/134309 G02F1/1393 G02F2001/134318 G02F2001/134381 G02F2001/13712 
G02F1/133345 G02F1/133512 G02F1/133514 G02F1/13439 G02F1/136286 G02F1/1368 G02F1/137 
G02F2001/134345 G02F2201/123 G02F2203/01 G02F2203/04

FI分类号 G02F1/1337.505 G02F1/1343 G02F1/1337

F-TERM分类号 2H092/GA13 2H092/JA26 2H092/JB05 2H092/JB13 2H092/JB42 2H092/JB69 2H092/NA01 2H092
/PA02 2H290/AA33 2H290/BB45 2H290/BB46 2H290/BB73

代理人(译) 山下大沽嗣
尼诺雄一

优先权 1020130027892 2013-03-15 KR

其他公开文献 JP6240432B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

液晶显示器技术领域本发明涉及一种液晶显示器，包括：下电极，包括单位像素电极;上电极，包括面对单位像素电极的上单元电
极;在所述下电极和所述上电极之间的液晶层，包括在没有电场的情况下大致垂直于所述下电极和所述上电极的表面排列的多个液晶
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分子，其中所述单位像素电极包括：杆形成多个子区域和在两个不同子
区域中沿不同方向延伸的多个微小分支之间的边界，上部单元电极包括
面向杆并且平行于杆延伸的开口，任何对准辅助以预倾斜没有液晶分
子，并且微小分支的长度等于或小于约53μm。


